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Telefunken

Transistor 2N1711

Datasheet

2N1TM

Silizium-NPN-Planar-Transistor

Anwendungen: Allgemain und NF-Verstdrker

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung

e
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ar - B —t— 12 -
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ueag
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Ras =100 Ucen
Emittar-Basis-Sperrspannung Ueso
Kollektorstrom e
Gesamiveriustleistung
Tama = 45°C Pisa
Sperrschichtiemperatur T,
Lagerungsiemperaturberaich Taeg
Wiarmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung Ringa
Sperrschichi-Gehduse Ripc

® Hoha Stromverstarkung

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehéduse

5C 3DIM 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5g

75 W

50
T W
800 mA
T00 mi
200 °«C
—-85_..+200 °C

Min. Typ. Max.
220 KW
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2N1711

Statische KenngroBen Min. Typ- Max.
Tams ™= 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kaollektorrastatram

Lo = 6OV Iean . 09 10 nA

Upg = 60V, Tymy = 150 °C [ 03 10 .y
Emittarrestsirom

Ueg=5Y¥ (T 5 A,
Kollektor-Basis-Durchbruchapannung

le = 100 pA Uigriceo*' 75 v
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung

le =100 mA, Rge =100 Uiaricen ! a0 ¥
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lp = 100 phA Ugnyenc ™ 7 v
Kollektor-Sattigungsspannung

I = 150 ma, lg = 15 mA Uppgai®' " o7 15 v
Basis-Sittigungsspannung

o= 150 mA, Iz = 15 mA Unggst ! 095 13 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhilinis

Upg =10V, lg= 0.01 mA Nep 20

U['_E_'lln"lr-.lll_',- 0.1 mA hlk 35

Upg =10V, lg = 10mA hpg* ! 75

Upe =10V, le = 10mA Tyme™ —55°C hpg e ! 35 80

Ueg = 10V, lp = 150 mA, hpg*t™ 100 130 300

Ugg = 10V, I = 500 mA hrg " 40

Dynamische KenngroBen

r,rnn - 25°C
Transitfrequenz

Uge = 10V, Iz = 50 mA, { = 20 MHz fr 70 MHz
Kollaktor-Basis-Kapazitit

Upg =10V, 1= 1 MHz Cran 14 25 pF
Emilter-Basis-Kapazitat

UEE =05V, f=1MHz EH.!U B0 ﬂF
Rauschmab

Upg = 10V, I = 300 pb, Rg = 5100,

=1 kHz, Af = 100 Hz [ -] di

L
' AQL = 0.65%, **' AQL = 26%, "—;— 0.0, t, =03 ms
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Vierpol Kenngrifen Min. Typ. Max.
Tame = 25°C
Basisschaltung
Ugp™=5V. g =1 ma, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand ™ 24 34 o
Leerlaul-Spannungsriickwirkung hg 5-10°
Leerlauf-Ausgangsheitwart [ o1 05 HE
Basisschaltung
Upg= 10V, Iz = 5mA, f =1 kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hig 4 53 0
Leerauf-Spannungsrilckwirkung [ 23 5. 10%
Leerauf-Ausgangsleitwert hab o 032 1.0 WS
Emitterschaltung
Kurzschluf-Stromverstarkung
Ueg= 5 iz=1mh f=1kHz [ 30 200
Upg =10V, lc=5mdA, f=1kHz ™ 70 150 300
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